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ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – СОФИЯ

Катедра ЕППЕ

· Име:
· Ф.№ 

· Специалност:
Група:

Ръководител:
· Дата: 

УПРАЖНЕНИЕ №1
Teмa: Изследване ВАХ на PN-преход

Цел на упражнението: Теоретично изследване чрез моделиране с ЕИМ на волт-амперните характеристики на PN-преход на два диода, в зависимост от различията в концентрацията на донорните (ND) и акцепторните (NA)  примеси, широчната на PN-прехода (W), площа на PN-прехода (S) и температурата на околната среда (T).

1. Задачи за изпълнение:
2. Да се изследва влиянието на донорните (ND) примеси върху ВАХ на PN-прехода.

3. Да се изследва влиянието на акцепторните (NA) примеси върху ВАХ на PN-прехода.

4. Да се изследва влиянието на широчната на PN-прехода (W) върху ВАХ на PN-прехода.

5. Да се изследва влиянието на площа на PN-прехода (S) върху ВАХ на PN-прехода.

6. Да се изследва влиянието на температурата на околната среда (T) върху ВАХ на PN-прехода.

Теория:

Граничният (преходният) слой между двете области на единен полупроводников монокристал, една от които има проводимост от N тип, а другата - от P тип, се нарича PN преход. Основни токоносители в P областта са дупките, а в N областта – електроните.

Резултати от изследванията:

· влияние от концентрацията на донорните (ND) примеси.
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· влияние от концентрацията на акцепторните(NA) примеси.
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· влияние от широчната на PN-прехода (W).
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· влияние от площа на PN-прехода (S).
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· влияние от температурата на околната среда (T).
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· Изводи:
· От фиг.1 се вижда, че при различна концентрация на донорните примеси се изменят ВАХ. При право включване при диода с по-голяма концентрация на донорни примеси "отпушването" става при по-ниско напрежение в сравнение с диода с по-малка концентрация. При обратно вклчване при диода с по-голяма концентрация на донорни примеси "пробив" настъпва при по-ниско напрежение, което се дължи на лавинообразното нарастване на токоносителите в обратна посока. При диода с по-малка концентрация на примеси пробивното напрежение е значително по-голямо.

· От фиг.2 се вижда, че при право включване на диодите ВАХ не се променят. При обратно включване, диода с по-голяма концентрация на акцепторни примеси получава "пробив" при по-ниско напрежение в сравнение с другия диод.

· От фиг.3 се вижда, че широчината на PN прехода не оказва голямо влияние върху ВАХ.

· От фиг.4 се вижда, че площа на PN прехода оказва гилямо влияние върху вида на ВАХ. При диода с по-голяма площ както "отпущването", така и "пробива" стават при по-големи напрежения, отколкото при диода с по-малка площ на PN прехода.

· От фиг.5 се вижда, че температурата оказва голямо влияние върху ВАХ. Това се дължи на термогенерацията на токоносители в P и N областта.
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